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Parametros de un interruptor controlable
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El tiristor
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El tiristor
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El tiristor
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Curva caracteristica de la puerta de un tiristor



El triac
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Estructura simetrica.

Corrientes de fuga en bloqueo y caida de tension en conduccion practicamente iguales a las
de un SCR convencional.

Consta de 6 capas, aunque funciona siempre como un tiristor de cuatro.
— Sentido T4-T5: PoNyPyN,.

Equivale a dos tiristores en antiparalelo



El triac: Modos de funcionamiento

Puede dispararse en los cuadrantes [y /Il

— Cuadrante | vy52vry:

* Impulso de ig positivo: [+

» Impulso de i negativo: [-
— Cuadrante llI: vrp < vpy -

» Impulso de ig positivo: /l/+

» Impulso de ig negativo: /ll-

Mayor sensibilidad == menor corrente de puerta
(entrante o saliente):

[+ = l->I-> Ill+
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Dispositivos de control: DIAC
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Cuadrante |- vao>Vaq Conducen P4yN5P;N5.
Cuadrante lll: v, < vy B Conducen PoN,PN,.
No aguanta grandes corrientes ni tensiones.

Permite la conduccion cuando se supere un cierto umbral de tension entre sus
terminales.

Tension e intensidad maxima de ruptura: 30 V y 100 pA respectivamente.
Se emplean en circuitos de disparo.



Dispositivos de control: Silicon Controlled Switch (SCS)

Anodo .
B
_L Anodo
9
P,
i
N, I—o J
Puerta G, L .
f..ﬁ aﬂqdma _/i_J v v
Puerta I ) G,
catadica Gl
. N.
1 1
[ Citodo
Catodo
Disparo:

*** Pulso de corriente positiva (entrante) en G1
* Pulso de corriente negativa (saliente) en G2
Blogueo mediante pulso de corriente positiva (entrante) en G2



